Estructura y Tecnologia de Computadores. (11-2-02)
2° 1.T.I. Sistemas

Teoria
Nota: La parte de teoria es obligatoria para aprobar el examen, de forma que debe
obtenerse al menos una calificacion de 4 puntos sobre diez. En caso de no superarse esta

calificacion no se corregira la parte de problemas.
Esta parte de teoria contribuye con un 40% a la calificacion del examen.

1. A partir de la salida totem mostrada dibijese y expliquese como trabaja la salida open
colector : Estado de los transistores y sentido de las corrientes.

1300 Car-iguracion
- 100 rotent

Salidas

2. Estdiese la interconexion entre la familia TTL. estandar y HC y viceversa.
3. ;En qué consiste el refresco de una DRAM?; A qué es debido?

4, Describase el cronograma de acceso de escritura de una DRAM que posee las sefiales
de R/W, RAS,CAS, datos y direcciones.

5. Se tienen las siguientes memorias: OTPROM; DRAM; LIFO; UVPROM,
clasifiquense de acuerdo a: lectura o lectura/escritura; programables una o varias veces;
tipo de acceso; volatil o no.

6. Detéllense las caracteristicas de la segmentacién del 8086. Se tiene en un momento
dado los siguientes valores de los registros del 8086:

S8=2000H CS=A000H ES=3000H DS=7000H
AX=2020 BX= 02H CX=10H DX=22H -
DI= 1000H SI=200H

y Se va a ejecutar la instruccion: MOV AL, 600+([SI].
. A qué direccidn fisica se accedera?.

7. Interrupciones en el 8086: Concepto de interrupcion, tabla de vectorizacion,

8. (En que consiste el acceso directo a memoria (DMA)?.;Qué seiiales en el modo
minimo del 8086 lo controlan?
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Problemas
Nota: El examen de problemas contribuye con un 60% a la calificacion del examen.

]. « (2 puntos) |

Calcular el valor de la resistencia necesaria para fijar un nivel logico bajo a la entrada de
tres puertas de la familia 74ALS. Calculese también para esta familia el margen de
ruido.

2 «{2 puﬁtos).Computadora mejorada. Indicar la secuencia de micro-operaciones

(durante el ciclo de ejecucion ) necesaria para implementar la instruccion:
DSZ direccion

Decrementa la posicion de memoria indicada por el campo direccion y salta a la
siguiente instruccion si €s ¢ero.

3 « (2 puntos)

Se dispone de circuitos integrados de SRAM de 4Kx4, impleméntese un sistema de
memoria de 16Kx8 de SRAM. Indiquese claramente las conexiones de los distintos
circuitos integrados de memoria y ¢l circuito de decodificacion.

4. (4 puntos). Se desea realizar un programa que haga la siguiente tarea:

Se tiene una tabla de mimeros BCD compactados, es decir en cada byte se
almacenan dos niimeros BCD (en los cuatro bits inferiores un mimero BCD y en los
otros cuatro bits superiores otro niimero BCD). Se quiere descompatar esta tabla,
creando otra de forma que en cada byte de la nueva tabla quede un niumero BCD que
ocupara los cuatro bits inferiores y el resto deberan quedar a cero. En la nueva tabla el
nimero BCD que ocupaba los cuatro bits inferiores debe quedar en la posicién inferior
y ¢l otro en la posicién superior.

La tabla inicial compactada la llamaremos “COMPACTADA” y se encuentra en
la posicion 3000:200h (segmento 3000h, desplazamiento=200h). La nueva tabla
decompactada la llamaremos “TABLA NUEVA” y se encuentra en la posicion
3000:400h (segmento 3000h, desplazamiento=400h). El numero de elementos de la
tabla compactada “COMPACTADA”, se encuentra en la variable "tama" de tamafio
byte en la posicion 3000:0h (segmento 3000h, desplazamiento Oh).
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-Se puede optar por utilizar la sintaxis de] ensamblador de microsoft usado en las
practicas o bien trabajando directamente con las direcciones de las tablas y variables.



